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Semiconductoarele reprezinta o clasa destul de numeroasd de materiale, care au o importantd deosebita pentru
microelectronica moderna si nu numai. Interesul practic fatd de aceste materialele raimane sporit. Un sir intreg de
dispozitive electronice, care se folosesc in diferite segmente din tehnica comunicatiilor functioneaza in baza
semiconductoarelor. Principalul motiv de a studia semiconductoarele este folosirea lor la producerea dispozitivelor
semiconductoare si schemelor integrale. Siliciul se foloseste pe larg la confectionarea celulelor solare si a
fotodiodelor, insd nu poate servi in calitate de sursa efectiva de lumina. In acest scop in afara concurentei sunt
semiconductoarele din grupul A"’ BV, printre care se poate mentiona GaSh.

Antimoniul de galiu este un compus cu structura directa a benzilor energetice, cu o latime a benzii interzise de
0,726 eV la temperatura de 300 K. Se produce prin intermediul topirii amestecului de Ga si Sb cu un exces de 5 %
in containere din cuart. Pentru modificarea proprietatilor GaSb materialul se poate dopa cu diferite elemente
compatibile. In afard de aceasta, doparea ar putea purifica acest compus, care contine cantititi sporite de defecte
proprii ale retelei. Prezinta interes doparea cu Fe, care ar putea conduce, in particular, la aparitia unor proprietati
magnetice.

Fenomenele galvanomagnetice permit de a obtine informatie utild despre proprietdtile principale ale
materialelor cercetate. Se pot determina tipul conductivitatii electrice, conductivitatea electrica specifica,
concentratia si mobilitatea purtatorilor majoritari. Au fost cercetate experimental proprietatile fizice ale aliajelor
GaSbh + Fe cu continutul fierului de 5 %, 10 % si 15 %. Compusii mentionati au fost obtinuti prin sinteza aliajelor
in containere de cuart la temperatura de 1100 °C. Apoi materialele au fost prelucrate termic la temperatura de
680 °C. In fine a fost folositd metoda topirii zonale, care a permis de a obtine omogenitate de-a lungul lingourilor.
Din lingourile masive au fost taiate esantioane in forma de paralelipipede dreptunghice cu dimensiuni caracteristice
8 X 2 X 4 mm. Esantioanele au fost slefuite cu praf de diamant in cateva etape. Apoi ele au fost prelucrate chimic.

Pentru cercetarea conductivitatii electrice si ale efectului Hall s-a folosit metoda celor patru sonde cu folosirea
curentului electric continuu. S-au aplicat tensiuni de circa 50 mV. Pe fetele laterale ale esantioanelor au fost sudate
cate doua perechi de sonde potentiale din cupru. Masurdrile s-au efectuat intr-un cdmp magnetic exterior cu
inductia egald cu 1 T. Esantionul era fixat Intr-un sustinator masiv cu ajutorul a doud blocuri de cupru. Sustinatorul
cu esantionul fixat pe el s-a introdus in vasul Dewar, care continea azot lichid. Masurérile s-au efectuat in intervalul
de temperaturi 77 <+ 300 K. Controlul temperaturii s-a efectuat cu ajutorul termocuplului din cupru-constantan,
care era situat in blocul sustinatorului.

S-a stabilit, ca toate aliajele obtinute posedau proprietati semiconductoare, conductivitate electrica de tip p si 0
concentratie relativ mare a defectelor acceptoare (1017cm™3 la temperatura camerei). Aceste concentratii sunt
caracteristice antimoniului de galiu.

In lucrarea curenti sunt prezentate rezultatele cercetirii conductivitatii electrice. S-a cercetat modificarea
conductivititii specifice ale celor trei esantioane la modificarea temperaturii. in fiecare din dependentele obtinute
pot fi distinse doud regiuni. Prima din ele reflecta o crestere bruscd a conductivitatii electrice la cresterea
temperaturii. Regiunea aceasta incepe la temperaturi mici si continua pana la circa 160 K, cand conductivitatea
electrica atinge o valoare maximala. Se cunoaste, cd conductivitatea electrica este de terminatd de produsul dintre
concentratia si mobilitatea purtatorilor. La cresterea temperaturii Concentratia creste, iar in acest interval de
temperaturi creste si mobilitatea. Anume aceste cresteri determina caracterul brusc al cresterii conductivitatii
electrice cu temperatura in prima regiune a fiecarei dependente.

In cea de-a doua regiune se observa o scidere lentid a conductivititii electrice la cresterea temperaturii.
Regiunea aceasta incepe la temperatura de circa 160 K si continud pana la temperatura camerei (300 K) (la
temperaturi mai mari nu s-au facut masurari, insa se poate prezice o descrestere in continuare a conductivitatii
electrice). La temperaturi mai mari de circa 100 K mobilitatea incepe sa scada, deoarece ea este determinata in
mare parte de imprastierea purtitorilor pe oscilatiile acustice ale retelei (cresterea temperaturii conduce la
intensificarea acestor oscilatii). Aceastd tendintd de micsorare a mobilitatii intrece tendinta de crestere a
concentratiei si din acest motiv conductivitatea electrica scade.

Dacé comparam rezultatele obtinute pentru cele trei esantioane, atunci observam, ca cresterea cantitatii de fier
la dopare conduce la cresterea conductivitatii electrice. Insa aceastd crestere este foarte mica. Spre exemplu, la
temperatura azotului lichid valorile conductivitatii electrice specifice pentru esantioanele cu continutul fierului de
5%, 10 % si 15 % sunt respectiv 14,3, 14,8 si 15,1 (Q-cm)~1. lar la temperatura camerei aceste mirimi au
valorile de 21,6, 22,1 si 22,4 (Q - cm)~? respectiv. Urmeazi de a cerceta compusi cu alt continut de fier.
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